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Dalyko anotacija 

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai  

Tikslai: įgyti žinių iš puslaidininkių darinių savybių, fundamentinių mechanizmų bei 

technologinių metodų, leidžiančių tikslingai kurti sluoksniuotas hibridines konstrukcijas, 

pritaikomas praktiniams prietaisams tokiems, kaip spinduliuotės šaltiniai, detektoriai, fizinio ir 

cheminio poveikio jutikliai, energijos šaltiniai (saulės elementai) ir integruotos autonominės 

sistemos, paremtos optinių, elektrinių, magnetinių bei mechaninių poveikių keitimu į 

elektroninį signalą. Ugdomi gebėjimai: savarankiškai atsirinkti bei suvokti esminę informaciją, 

randamą įvairiuose šaltinuose, ją pritaikyti savoms problemoms spręsti, o taip pat tikslingai 

panaudoti įgytas akademines žinias kvalifikacijos kėlimui, mokslinės veiklos vystymui ir 

inovatyvių produktų kūrimo bei tobulinimo procesų praktinei plėtrai.  

Dalyko sando turinys – pagrindinės temos  

1. Puslaidininkinių medžiagų struktūra ir susijusios savybės. Pernašos reiškiniai:  

- puslaidininkinių kristalų ir sluoksnių formavimosi modeliai, auginimo metodai;  

- struktūra, elektroninės ir fotoninės savybės, krūvio pernaša.  

2. Daugiasluoksniai ir daugiakomponenčiai dariniai. Juostų inžinerija:  

- kvantiniai dariniai: duobės, supergardelės, gijos, taškai;  

- tikslinis elektroninės sandaros keitimas („band-gap-engineering“); A2B6 ir A3B5 lydiniai bei 

kietieji tirpalai; energetinės elektronų būsenos kvantinio ribojimo sąlygomis; būsenų tankio 

funkcijos kvantiniuose dariniuose.  

- tuneliniai reiškiniai, juostų trūkiai, kvantinė pernaša (magnetinio lauko poveikis 2D 

elektronams, Šubnikovo de Haazo matavimai, kvantinis Holo reiškinys).  

- heterosandūros ir jų savybės.  

3. Optinės kvantinių darinių savybės:  

- eksitonai ir seklios priemaišos kvantiniuose dariniuose;  

- absorbcija, optinė emisija, šuoliai tarp pajuosčių;  

- Blocho osciliacijos, kvantinio ribojimo Štarko efektas.  

4. Plonasluoksnės technologijos ir jų taikymai:  

- plonųjų sluoksnių auginimo mechanizmai ir modeliai: epitaksija, įtempti sluoksniai, 

padėklosluoksnio sąlyčio svarba, sluoksnių adhezija, nanoklasteriai – augimo užuomazgos, 

polikristaliniai sluoksniai, tarpgranulinių sandūrų formavimasis, sluoksnių savybių 

charakterizavimo metodai;  

- planarinės konstrukcijos kontaktų metalas-puslaidininkis formavimas, charakteristikų 

testavimas, elektrinių savybių ypatumai; - plonasluoksnių planarinių lauko tranzistorių 

formavimo metodai, matmenų mažinimo galimybės ir fundamentiniai bei technologiniai 

apribojimai; izoliuojančios ir pasyvuojančios dangos  



- optoelektroniniai prietaisai ir jų charakteristikos;  

- plonųjų sluoksnių auginimo ir formavimo technologijos: PVD, CVD (PECVD), MOCVD, 

MBE, ALD;  

- litografija (fotolitografija, lazerinė, e-spindulio, rentgeno), litografijos procesai; funkcinių 

darinių formavimas ėsdinimu (šlapias cheminis ėsdinimas, sausas plazminis ėsdinimas);  

- CMOS technologijos principai ir sistemų integravimas; švaros zona, bendri veiklos principai. 

5. Medžiagų ir nanodarinių tyrimo metodai:  

- struktūrinė analizė: rentgeno struktūrinė analizė;  

- cheminės sudėties analizė:XPS, .RBS, ESCA, SIMS, Ožė spektroskopija.  

- mikroskopijos metodai: optinė mikroskopija, SNOM, SEM, TEM, skenuojančiojo zondo 

mikroskopijos metodai;  

- katodo- ir fotoliuminescencijos tyrimai, Ramano spektroskopija, FTIR spektroskopija, 

elipsometrija.  

6. Naujos medžiagos ir technologijos:  

- nanostruktūrintos medžiagos ir dariniai, hibridiniai dariniai ir jų formavimo technologijos nuo 

pagrindo aukštyn („bottom-up“) principai, savitvarkis formavimasis;  

- dvimačių atominio storio medžiagų (grafenas, pereinamųjų metalų dichalkogenidai ir t.t.) 

lakštų gavimo metodai, didelio ploto auginimo technologijos, savybių tikslinis keitimas ir 

taikymai prietaisuose;  

- spausdinimo ir rašymo metodai elementams bei sistemoms ant lanksčiųjų padėklų formuoti, 

hibridinės sistemų integravimo metodikos; dėvimoji elektronika; elektroninės sistemos ant 

skaidraus ir lankstaus padėklo.  

7. Puslaidininkinių darinių pritaikymai, pagrįsti išorės poveikio keitimu į išvesties signalą:  

- mechaninio poveikio detektavimas: slėgis, jėga, pagreitis, srautas; veikimo principai ir atsako 

mechanizmai;  

- lazeriniai atstumo iki objekto matavimo prietaisai, veikimo principai ir pritaikymai;  

- aplinkos cheminės sudėties detekcijos metodai, jutikliai ir veikimo principai: varžiniai dujų 

jutikliai, jonus detektuojantys lauko tranzistoriai, foto-spektrometrai;  

- IR, vis bei UV srities spinduliuotės šaltiniai (emiteriai) ir detektoriai;  

- plonasluoksniai fotovoltiniai elementai; daugiasandūriniai saulės elementai. 
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Dalyko atsiskaitymo būdas 

Mokymo metodai 

Pagrindinė dalyko studijų forma – savarankiškas darbas. 

Konsultacijos rengiamos individualiu susitarimu pagal pasirinktą temą arba atskirus klausimus. 

Atsiskaitymo reikalavimai 

Atsiskaitymas – referatas pagal iš anksto suderintą temą, apimančią pagrindinius sando temų 

klausimus ir susijusią su doktorantūros studijų bei planuojamos daktaro disertacijos tema. 

Referato bendra apimtis – ne daugiau 30 psl. (A4 lapas, Times New Roman 12pt, tarpai tarp 

eilučių – 1). Gali būti suformuluoti 2-3 klausimai iš sando temų, kurie turi būti detaliau 

išnagrinėti referate. 

Vertinimo būdas 

Egzaminas - referato pristatomas komisijos posėdyje pranešimu su skaidruolėmis, neviršijančiu 

30 min, ir atsakymai į komisijos narių klausimus bei diskusijos pranešimo tema. Egzamino data 

nustatoma bendru sutarimu, suderinus referato temą. Pažymio sudėtis: referatas – 3 balai, 

pranešimas – 3, atsakymai į klausimus ir diskusijos – 4 balai. 
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